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4. Obiectivele cursului: Se introduc cunostintele de baza privind constructia si functionarea
componentelor de putere. Se studiazd comportarea in comutatie a dispozitivelor uzuale
evidentiindu-se parametrii prin care acestea se caracterizeaza. Se studiaza aspecte teoretice $i
practice ale modeldrii dispozitivelor semiconductoare de putere incluzdnd comportarea
neideald a acestora. Se prezintd circuite de comandad a dispozitivelor de putere, protectia
acestora, precum si exemple de utilizare ce reliefeazd corelarea caracteristicilor
dispozitivelor cu performantele circuitelor.

5. Concordanta intre obiectivele disciplinei si planul de invataméant:

Disciplina necesita o serie de cunostinte introduse in cadrul cursurilor de Materiale,
componente si circuite pasive (DID106), Dispozitive electronice (DID201), Analiza asistata
de calculator a circuitelor electronice (DIS203) si Bazele tehnologice ale microelectronicii 1
si 2 (DIS309M si DIS402M. Disciplina integreaza cunostintele dobandite anterior si
contribuie la extinderea competentelor in domeniul microelectronicii spre un segment de
care depinde un alt domeniu cu o dinamicd puternica a dezvoltarii actuale si anume,
electronica de putere.

6. Rezultatele invatarii exprimate in competente cognitive, tehnice sau profesionale
Prin promovarea acestei discipline se obtin urmatoarele competente:

e cunoasterea structurii fizice si intelegerea functiondrii dispozitivelor electronice de
putere moderne §i a comportdrii acestora in comutatie;

e intelegerea parametrilor care caracterizeaza dispozitivele de putere si a corelarii
acestora cu unele particularitati de implementare, precum si a adaptarii parametrilor
dispozitivelor pentru maximizarea performantelor in circuit;

e crearea de abilitdti de analizd si proiectare a circuitelor de putere, vizand
dimensionarea, comanda si protectia dispozitivelor de putere.

7. Proceduri folosite la predarea disciplinei:

Predarea cursului se realizeazd prin expunerea notiunilor teoretice Insotita de
exemple si aplicatii, precum si de proiectia unor simuldri demonstrative. Se urmareste
intelegerea initiald a fenomenelor pe baze intuitive, completata de fundamentarea riguroasa
si demonstrarea problemelor esentiale, accentudnd aspectele utile in practica inginereasca. Pe



parcursul prelegerii se stimuleazd un dialog activ cu studentii ca mecanism de fixare a
informatiilor transmise in cadrul prelegerii.

Aplicatiile urmaresc continutul cursului si se desfasoara partial prin incercari
experimentale, partal prin simulare utilizind mediul Orcad - Pspice. In citeva cazuri se
realizeaza analize teoretice si se formuleaza teme pentru acasd. Studentii au la dispozitie, un
suport scris pentru lucrari.

Nivelul de predare, atat teoretic cat si aplicativ, se adapteaza la nivelul de pregatire al
studentilor rezultat din dialogul pe durata cursului si din evaluarea pe parcurs a activitatii de
laborator, vizand, pe de o parte, aducerea unui numar cat mai mare de studenti peste nivelul
mediu al competentelor disciplinei si, pe de altd parte, ghidarea studentilor foarte buni spre
aprofundarea acestor competente.

8. Sistemul de evaluare:
Evaluarea continua: Activitatea la laborator

Ponderea in nota finala: 15 %
Se evalueazd 1n mod traditional 1n functie de corectitudinea rezultatelor si concluziilor
consemnate intr-un scurt raport intocmit la fiecare lucrare, precum si de corectitudinea
raspunsurilor orale.

Testele pe parcurs
Ponderea in nota finala: 0 %
Lucrari de specialitate Teme pentru acasa

Ponderea in nota finala: 25 %
Se evalueaza in mod traditional 3 teme (2 in echipa si 1 individuald) constdnd in Intocmirea
si prezentarea unor scurte referate.

Evaluarea finala: Examen
Ponderea in nota finala: 60 %
Proba scrisa ce cuprinde:
e test de cunostinte de 2 — 3 intrebdri; rdspunsurile necesita o oarecare
prelucrare sau interpretare si aplicare a notiunilor teoretice predate
e rezolvarea a 2 — 3 probleme

Pe parcursul probei scrise studentii pot utiliza orice materiale bibliografice pe care le
considerd necesare si se afld in posesia lor. Evaluarea este de tip traditional, fiecare subiect
avand un punctaj care este comunicat studentilor la inceputul probei.

9. Continutul disciplinei:
a) Curs
L. NOtiuni iINtrodUCLIVE .....eoevieiiieeiieiie ettt e 4 ore
Stadiul actual si tendintele dezvoltarii dispozitivelor electronice de putere
Notiuni recapitulative referitoare la bazele fizice si tehnologice ale
semiconductoarelor

II. Dispozitive comutatoare de putere — structura fizica; caracteristici statice ....... 12 ore
Diode de putere
Tranzistoare bipolare de putere
Tranzistoare cu efect de cAmp MOS de putere
Tranzistoare bipolare cu poarta izolata (IGBT)
III. Parametri caracteristici ai dispozitivelor comutatoare de putere; caracteristici dinamice;
MOACIE. ...t e 8 ore
IV. Regimul termic al dispozitivelor de putere; tehnici de incapsulare ............ 4 ore
Determinarea pierderilor de putere
Moduri de disipare a caldurii



Radiatoare
V. Efectele diferitelor tipuri de sarcini asupra caracteristicilor de comutatie; tipuri de
COTMULALIC +.uvvieuiieeiiieniieeiteetteete et e eeteeteesateesbeessaeeseeenseesseasaseenseessseenseassseenseennsaens 4 ore
Sarcina rezistiva
Sarcina inductiva
Comutatie hard
Comutatie soft

VI. Circuite de comanda pe poarta pentru TEC MOS de putere ...........ccoe......... 4 ore
VIIL. Protectia dispozitivelor de PULETe .........ccceevierieeiiieniieiieeieeiieeiee e e e 3 ore
VIII. Exemple de utilizare a diodelor si TEC MOS de putere — convertoare cc — cc in
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Total 42 ore

b) Aplicatii

35. Evaluarea parametrilor unor dispozitive de putere (+ tema) ...........cceevvvennennne 2 ore

36. Evaluarea pierderilor de putere pentru dispozitive semiconductoare functiondnd in
COMULALIE (FLEINA) ..evviiiiieiieeiieeiie et e eie et et e et e st e e bt esaeeebeesabeenbeessneensaennnaans 2 ore

37. Modelarea unor dispozitive electronice de putere ...........cceecveeeerveeecreeerveeennen. 2 ore

38. Aspecte practice ale utilizarii tranzistoarelor MOS de putere pentru comanda unor sarcini
INAUCTIVE ..t 2 ore

39. Studiul unor circuite de comanda pe poartd pentru TEC MOS de putere (+ tema) .....

................................................................................................................... 2 ore

40. Principii de realizare a convertoarelor de putere; convertorul buck real — influenta
timpului de revenire inversa al diodei asupra pierderilor 1n comutatie
........................................................................................................ 2 ore

Total 14 ore

10. Bibliografie selectiva
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10.  Note si buletine de aplicatii pentru produse ale firmelor Infineon, International
Rectifier, Texas Instruments, Fairchild, National Semiconductor, Philips Semiconductors,
Power Integrations.
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